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(57)摘要

本发明公开一种有机发光二极管面板及其

制造方法。所述制造方法包含下列步骤：(1)在一

柔性透明底材上依序形成一薄膜晶体管阵列功

能层以及一有机发光层，其中所述薄膜晶体管阵

列功能层具有一预定切除区；(2)使用一第一激

光去除所述预定切除区上方的所述有机发光层，

以形成一凹槽；(3)在所述有机发光层及所述凹

槽上覆盖一封装层；以及(4)使用一第二激光切

割位于所述凹槽的所述封装层以及所述柔性透

明底材，以形成一开孔。
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1.一种有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述制造方法包含下列步骤：

(1)在一柔性透明底材上依序形成一薄膜晶体管阵列功能层以及一有机发光层，其中

所述薄膜晶体管阵列功能层具有一预定切除区；

(2)使用一第一激光去除所述预定切除区上方的所述有机发光层，以形成一凹槽；

(3)在所述有机发光层及所述凹槽上覆盖一封装层；以及

(4)使用一第二激光切割位于所述凹槽内的所述封装层、一部份的所述预定切除区以

及所述柔性透明底材，以形成一开孔。

2.如权利要求1所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述预定切除区

的形状是圆形、正方形、矩形、环形或椭圆形。

3.如权利要求1所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述第二激光的

能量大于所述第一激光的能量。

4.如权利要求1所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述第二激光切

割所述封装层的位置与所述预定切除区的外周缘之间有一缓冲距离大于或等于0.5毫米。

5.如权利要求1所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述开孔的形状

是圆形或椭圆形。

6.如权利要求1所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述步骤(1)之

前另包含一步骤：将所述柔性透明底材放置在一承载基板上。

7.如权利要求1所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述步骤(3)与

所述步骤(4)之间另包含一步骤：将所述柔性透明底材从所述承载基板转移至一透明塑料

基板上。

8.如权利要求7所述的有机发光二极管面板的制造方法，其特征在于：所述步骤(4)包

含：使用所述第二激光切割所述透明塑料基板。

9.如权利要求8所述的有机发光二极管面板，其特征在于：所述开孔的侧壁为一多层结

构，所述多层结构由所述封装层、所述柔性透明底材以及所述透明塑料基板所组成。

10.一种有机发光二极管面板，其特征在于，所述有机发光二极管面板包含：

一透明塑料基板；

一柔性透明底材，设置于所述透明塑料基板上；

一薄膜晶体管功能层，设置于所述柔性透明底材上；

一有机发光层，设置于所述薄膜晶体管功能层上；以及

一封装层，覆盖于所述有机发光层上；

其中所述有机发光二极管面板具有一开孔，所述开孔的侧壁为一多层结构，所述多层

结构由所述封装层、所述柔性透明底材以及所述透明塑料基板所组成。
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有机发光二极管面板及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明是有关于一种有机发光二极管面板及其制造方法，特别是有关于可避免水

汽侵入的一种有机发光二极管面板及其制造方法。

背景技术

[0002] 随着科技的不断发展，人们对显示器件的要求越来越高。众所周知，有机发光二极

管(OLED)显示器件，因其边框窄、制成重量轻、可卷曲、易于携带等诸多优势，受到了人们的

广泛关注。

[0003] 现如今“全面屏”的设计成为主流，各大厂家都专注于研发屏占比较高的全面屏产

品。在近期兴起“O-Cut”设计(请参照图1A)，即在面板上直接挖出一个圆形范围的贯穿孔，

用来放置前置摄像头，可以更趋近于全面屏效果。

[0004] 如上述，O-Cut设计虽然更趋近于全面屏，但也面临技术难题。如图1A所示，在面板

左上角处，需切割掉O形区域。参照图1B，虽然面板内部的薄膜晶体管阵列层30的器件及走

线等可以进行避让，但发光的有机膜层40(包含空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输

层、电子注入层、阴极层等)是利用Open  Mask蒸镀生成，O形切割后，在切割边缘断面位置会

外露，因此水汽(虚线箭头)就会从该位置浸入，进而使面板失去功能性。

[0005] 故，有必要提供一种有机发光二极管面板及其制造方法，以解决现有技术所存在

的问题。

发明内容

[0006] 本发明的主要目的在于提供一种有机发光二极管面板及其制造方法，可在一有机

发光二极管面板形成贯穿所述有机发光二极管面板的一开孔，并使用一封装层保护所述有

机发光二极管面板内部的有机发光材料层，使得水汽不易侵入。

[0007] 为达上述目的，本发明的一实施例提供一种一种有机发光二极管面板的制造方

法，其特征在于：所述制造方法包含下列步骤：(1)在一柔性透明底材上依序形成一薄膜晶

体管阵列功能层以及一有机发光层，其中所述薄膜晶体管阵列功能层具有一预定切除区；

(2)使用一第一激光去除所述预定切除区上方的所述有机发光层，以形成一凹槽；(3)在所

述有机发光层及所述凹槽上覆盖一封装层；以及(4)使用一第二激光切割位于所述凹槽内

的所述封装层以及所述柔性透明底材，以形成一开孔。

[0008] 在本发明的一实施例中，所述预定切除区的形状是圆形、正方形、矩形、环形或椭

圆形。

[0009] 在本发明的一实施例中，所述第二激光的能量大于所述第一激光的能量。

[0010] 在本发明的一实施例中，所述预定切除区的形状是圆形，且所述第二激光切割所

述封装层的位置与所述预定切除区的外周缘之间有一缓冲距离大于或等于0.5毫米。

[0011] 在本发明的一实施例中，所述预定切除区的形状是环形，且所述第二激光切割所

述封装层的位置与所述预定切除区的外周缘之间有一缓冲距离大于或等于0.5毫米。
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[0012] 在本发明的一实施例中，所述开孔的形状是圆形或椭圆形。

[0013] 在本发明的一实施例中，所述步骤(1)之前另包含一步骤：将所述柔性透明底材放

置在一承载基板上。

[0014] 在本发明的一实施例中，所述步骤(3)与所述步骤(4)之间另包含一步骤：将所述

柔性透明底材从所述承载基板转移至一透明塑料基板上。

[0015] 在本发明的一实施例中，所述步骤(4)包含：使用所述第二激光切割所述透明塑料

基板。

[0016] 在本发明的一实施例中，所述开孔的侧壁为一多层结构，所述多层结构由所述封

装层、所述柔性透明底材以及所述透明塑料基板所组成。

[0017] 本发明的另一实施例提供一种有机发光二极管面板，其包含：一透明塑料基板；一

柔性透明底材，设置于所述透明塑料基板上；一薄膜晶体管功能层，设置于所述柔性透明底

材上；一有机发光层，设置于所述薄膜晶体管功能层上；以及一封装层，覆盖于所述有机发

光层上，其中所述有机发光二极管面板具有一开孔，所述开孔的侧壁为一多层结构，所述多

层结构由所述封装层、所述柔性透明底材以及所述透明塑料基板所组成。

[0018] 为让本发明的上述内容能更明显易懂，下文特举优选实施例，并配合所附图式，作

详细说明如下：

附图说明

[0019] 图1A至1B是现有的一有机发光二极管面板的结构示意图。

[0020] 图2A至2E是本发明一实施例的一有机发光二极管面板的制造方法的步骤示意图。

[0021] 图3是本发明的一实施例的一有机发光二极管面板的局部截面图。

具体实施方式

[0022] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施

例。再者，本发明所提到的方向用语，例如上、下、顶、底、前、后、左、右、内、外、侧面、周围、中

央、水平、横向、垂直、纵向、轴向、径向、最上层或最下层等，仅是参考附加图式的方向。因

此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以限制本发明。

[0023] 请参照图2A至2E，其显示了本发明的一有机发光二极管面板的制造方法的简要流

程，其中图2A至2E每一个图中均包含了对应的侧视图(上方)及俯视图(下方)。

[0024] 如图2A所示，在本步骤中，提供一承载基板1，将一柔性透明底材2放置在所述承载

基板1上。然后，在所述柔性透明底材2上形成一薄膜晶体管阵列功能层3，其中所述薄膜晶

体管阵列功能层3具有一预定切除区31(虚线范围)。在本步骤中，所述薄膜晶体管阵列功能

层3所包含的器件(如薄膜晶体管)及金属走线(未绘出)，都避开所述预定切除区31来进行

适当配置，因此所述预定切除区31可为一空白配置区，或者也可以包含一有机保护层(未绘

示)或一平坦层(未绘示)，但不限于此。

[0025] 接着，参照图2B，在所述薄膜晶体管阵列功能层3上形成一有机发光层4。所述有机

发光层4包含一第一有机膜层41、一发光单元42以及一第二有机膜层43。所述第一有机膜层

41及所述第二有机膜层43可以是彼此搭配，可与所述发光单元42形成所述有机发光层4的

一空穴传输层、一空穴注入层、一电子传输层、一电子注入层或阴极层。本发明并不限制所
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述第一有机膜层41及所述第二有机膜层43的材料种类。在本步骤中，所述预定切除区31仍

被所述有机发光层4覆盖住并未露出。

[0026] 参照图2C，使用一第一激光51去除所述预定切除区31上方覆盖的所述有机发光层

4，以形成一凹槽44并且露出所述预定切除区31。在本步骤中，所述预定切除区31中因为不

含有任何走线及器件，因此也可露出下方的所述柔性透明底材2的一部份。较佳的，所述第

一激光51去除所述有机发光层4的范围可以大于所述预定切除区31的范围，以确保所述预

定切除区31上不存在有机发光层4。

[0027] 参照图2D，在所述凹槽44上形成一封装层6。所述封装层6的材料可例如是一薄膜

封装材料。所述封装层6可以填补所述凹槽44以及所述有机发光层4，并且包覆所述有机发

光层4露出的侧壁，因此形成一个完整的保护层。

[0028] 较佳的，可在所述封装层6形成之后，将所述柔性透明底材2从所述承载基板1转移

至一透明塑料基板8上。

[0029] 接着，参照图2E，使用一第二激光52切割所述凹槽44范围内的所述封装层6以及所

述柔性透明底材2，形成一开孔7。在本步骤中，所述第二激光的能量大于所述第一激光的能

量。较佳的，当所述预定切除区31不含有任何走线及器件，所述第二激光52可以直接切割到

所述柔性透明底材2。或者，当所述预定切除区31含有所述有机保护层或所述平坦层，则所

述第二激光52切割时会先切割到所述预定切除区31，然后再切割所述柔性透明底材2及所

述透明塑料基板8。不论如何，所述第二激光52切割之后，所述有机发光层4仍可以被完整的

保护在所述封装层6之内。

[0030] 在本发明一实施例中，所述预定切除区31的形状是圆形，且所述第二激光52切割

所述封装层6的位置与所述预定切除区31的周边(外周缘)之间有一缓冲距离大于或等于

0.5毫米。在本发明一实施例中，所述预定切除区31的形状是环形，所述环形具有一外周缘

及一内周缘，所述第二激光52切割所述封装层6的位置与所述预定切除区31的所述外周缘

之间有一缓冲距离大于或等于0.5毫米。

[0031] 较佳的，所述开孔7的形状是圆形或椭圆形。较佳的，所述开孔7的侧壁为一多层结

构，所述多层结构由上至下包含所述封装层6、所述柔性透明底材2以及所述透明塑料基板

8。

[0032] 请参照图3，本发明一实施例提供一种有机发光二极管面板，其包含一透明塑料基

板8；一柔性透明底材2，设置于所述透明塑料基板8上；一薄膜晶体管功能层3，设置于所述

柔性透明底材2上；一有机发光层4，设置于所述薄膜晶体管功能层3上；以及一封装层6，覆

盖于所述有机发光层4上，其中所述有机发光二极管面板具有一开孔7，所述开孔7的侧壁为

一多层结构，所述多层结构由所述封装层6、所述柔性透明底材2以及所述透明塑料基板8所

组成。

[0033] 相较于现有技术，本发明的所述有机发光二极管面板的制造方法可以在形成贯穿

一有机发光二极管面板的一开孔，并使用一封装层形成所述开孔的侧壁，将一有机发光层

完整包覆在所述封装层内，可更有效隔绝水和/或氧气的侵入。

[0034] 本发明已由上述相关实施例加以描述，然而上述实施例仅为实施本发明的范例。

必需指出的是，已公开的实施例并未限制本发明的范围。相反地，包含于权利要求书的精神

及范围的修改及均等设置均包括于本发明的范围内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 109873015 A

5



图1A

图1B
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图2A
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图2C
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图2D
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图2E

图3
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专利名称(译) 有机发光二极管面板及其制造方法

公开(公告)号 CN109873015A 公开(公告)日 2019-06-11

申请号 CN201910147165.4 申请日 2019-02-27

[标]发明人 孙亮
曾勉
王硕晟
李雪

发明人 孙亮
曾勉
王硕晟
李雪

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/52

代理人(译) 黄威

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开一种有机发光二极管面板及其制造方法。所述制造方法包含
下列步骤：(1)在一柔性透明底材上依序形成一薄膜晶体管阵列功能层以
及一有机发光层，其中所述薄膜晶体管阵列功能层具有一预定切除区；
(2)使用一第一激光去除所述预定切除区上方的所述有机发光层，以形成
一凹槽；(3)在所述有机发光层及所述凹槽上覆盖一封装层；以及(4)使用
一第二激光切割位于所述凹槽的所述封装层以及所述柔性透明底材，以
形成一开孔。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9308d219-732f-40ee-bd4c-6d8fb420c773
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066919400/publication/CN109873015A?q=CN109873015A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN109873015A

